
Fig. 1 Optical microscope image of a LET under operation. Fig. 2 Electrical and optical responses of a LET. 
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窒化物半導体ライトエミッティングトランジスタの電気・光出力変調特性 

Electrical and Optical Output Modulation Characteristics of Nitride-based LETs 
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これまで我々は、原理的に電気および光出力を高速変調可能な素子である、ライトエミッティ

ングトランジスタ(LETs) [1]を作製し、その電気的・光学的特性を評価してきた[2]。今回、その

LET の電気出力および光出力の変調特性を評価したので報告する。 

 今回の評価に用いた LET は、Pnp AlGaN/InGaN/GaN HBT である。層構造は、有機金属気相成

長法により ECR 成膜 AlON 膜付サファイア基板上に直接成長した。GaN(2 μm)、p-AlGaN/GaN超

格子サブコレクタ(~4 μm)、GaNコレクタ(~500 nm)、組成傾斜 InGaN(30 nm)、n
+
-In0.04Ga0.96Nベー

ス(50 nm)、p-AlGaN (10 nm)および p
+
-AlGaN/GaN 超格子(40 nm)エミッタである。LETsのエミッ

タ面積は、20 µm × 20 µmである。LET 動作時の光出力は、基板側（裏面）に配置した Si PIN フ

ォトダイオードによって検出した。 

 作製した LET の最大電流利得は、ベース電流が 0.2 mA の時に 20であった。また、LET からの

発光（Fig. 1）を測定したところ、ピーク波長が 380 nmのスペクトルが観測された。これは、InGaN

ベース層のバンドギャップエネルギーに相当している。高周波測定用プローブシステムにて、作

製した LET の電気的な高周波特性を評価したところ、ベース電流 0.2 mA、コレクタ電圧 20 Vの

条件下で、遮断周波数 (fT)および最大発振周波数 (fmax)は、それぞれ fT = 520 MHz、fmax = 340 MHz

であった。この素子の電気および光出力変調特性を、dcプローブ（遮断周波数 100 MHz程度）を

用いて測定した。エミッタ接地においてベースに 4.1 Vのバイアスをかけ、最大 10 MHzで±0.5 V

の変調をかけたところ、入力信号に対し電気および光出

力とも追従することが明らかとなった（Fig. 2）。dc プロ

ーブでの 2つの出力信号の変調周波数に対する減衰の度

合いが同程度であることから、光出力も、高周波測定系

で評価した電気出力と同様の周波数（数百MHz）で変調

できる期待が持てる。 
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